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1. Ohmsk skeyti - snertiviðnám

(10) Snertiviðnámi ohmskra skeyta, sem eru mikið íbætt og smug er ráðandi leiðniferli,

er lýst með jöfnunni

ρc = ρco exp

(

φbC1√
Nd

)

þar sem C1 ≈ 6.9 × 1010 cm−3/2eV−1 fyrir kísil. Ef φb = 0.6 eV og ρco = 1.0 ×

10−7 Ω cm2 fyrir snertu áls á kísil. Hversu mikið fellur snertiviðnámið ef íbótin er

aukin frá 1 × 1019 til 1 × 1020 cm−3 ?

2. Ohmsk skeyti - snertiviðnám

(10) Mættisþröskuldurinn φbn fyrir PtSi melmi á n-leiðandi kísil er u.þ.b. 0.85 eV

en fyrir Al er hann 0.65 eV. Hvers vegna er þá í raunveruleikanum snertiviðnám Al

við n+−Si hærra en fyrir PtSi ?

3. MOS tvistur

(10) Teiknið C − V gröf fyrir Si/SiO2 MOS tvist.

(a) Teiknið C − V graf fyrir kjörtilfelli Si/SiO2 MOS tvist við 300 K. Gera skal ráð

fyrir þykkt oxíðs d = 300 Å, íbótarþéttleika NA = 5 × 1015 cm−3 og málmyfirborð

sé 5 × 10−4 cm2 að flatarmáli.

(b) Gerið nú ráð fyrir að vinnufall málmsins sé 3 eV, rafeindasækni hálfleiðarans sé

qχ = 4.05 eV, Qf/q = 1011 cm−2, Qm/q = 1010 cm−2, Qot/q = 5 × 1010 cm−2, og

Qit/q = 0. Teiknið C − V graf.

1



4. Þröskuldsspenna MOS tvists

(10) Teikna skal þröskuldsspennu MOS tvists sem fall af íbótarþéttleika á bilinu

1014−1019 cm−3 fyrir bæði n- og p-leiðandi undirlag. Gera skal ráð fyrir φms = −0.92

V fyrir n-efnið, Qit = 1011q C/cm2 og þykkt oxíðs d = 200 Å. Athugið að φms þarf

að reikna út frá breytingu í EF fyrir p-leiðandi efnið.
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